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１．概要（Summary） 

パワーデバイスの開発には、内部電界の緩和、高性

能化できる構造・プロセスを確立することが重要である。

今回、パワーデバイス試作のプロセスインテグレーション

を目指し、北九州市の共同開発センターの設備のみを

利用して試作した。その結果、パワーデバイスの動作を

確認でき、実験の基本プロセスを確立できた。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  露光装置（両面アライナー）、 

RIE, イオン注入装置、電気炉(ドライ酸化・アニール)、 

プラズマ CVD、スパッタ装置、減圧 CVD, 半導体デバ

イスアナライザ 

【実験方法】 

SOI 基板を用いて LDMOS)と IGBT、及び FZ ウエ

ハを用いて、縦型のパワーMOSFET (VDMOS)  と

IGBTのプロセスインテグレーションの実験を行った。 

共同開発センターのイオン注入、酸化、成膜、アニール、

リソグラフィ、微細加工装置等を用いた一貫プロセスで試

作した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

SOI基板を用いて試作したTEGパターンをFig.1に

示す。LDMOS と IGBT の I-V 特性を Fig.2 と Fig.3

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Test Element Group  

 

 

Fig.2 I-V Characteristics of LDMOS on SOI  

 

Fig.3 I-V Characteristics of IGBT on SOI  

 

    FZ ウエハで試作した縦型の VDMOS, IGBT も 

同様に動作を確認できた。 今回確認した基本プロ

セスをベースに今後、プロセス実験を行う。 
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